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The effect of a monolayer thick SiN film on the surface states of the 

AlN/GaN heterostructure grown by molecular beam epitaxy was investigated. 
It was revealed that the submonolayer SiN coating of the AlN surface leads to 
the formation of an ordered (√3×√3) R30° structure. Further SiN film growth 
results in a Si-enriched SiN amorphous film formation. The Fermi level, 
pinned 1 eV above the valence band maximum of as-grown AlN, jumps 2,3 eV 
when (√3×√3) R30° is formed, and then gradually goes to 3?1 eV with an in-
crease in the thickness of the SiN film up to 4 monolayers. This is explained 
by the evolution of surface states, as well as the appearance of donor-like 
states in a Si-enriched SiN film. The presence of donor-like states was con-
firmed when studying the effect of current collapse in enhancemet-mode 
HEMTs made of SiN/AlN/GaN heterostructures. 

 
AlN/GaN транзисторы с высокой подвижностью и высокой концен-

трацией электронов в двумерном электронном газе (HEMTs) являются 
очень привлекательными для развития современной СВЧ и силовой элек-
троники. Однако высокая чувствительность поверхности AlN к окисле-
нию и загрязнению приводит к таким проблемам, как коллапс тока и 
большие токи утечки. Для решения этих проблем часто используются 
пассивирующие слои (Al2O3, Si3N4, и др), которые, наносятся на поверх-
ность гетероструктур AlGaN/GaN или AlN/GaN.  

В настоящей работе пассивирующий слой нитрида кремния (SiN) 
осаждается in situ сразу после роста AlN/GaN гетероструктуры, что 
предотвращает прямой контакт поверхности AlN с атмосферой и некон-


